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がそれぞれ245Åと400Åであり, 50層ずつ積層されている｡試料の超伝導転移温度は帯磁

率測定により決定した｡その値は約4.6Kである｡

この試料について,3.6kOeの外湯中で63cuのTTlを測定したところ, 0.4Kまで,

TIT-1.3sec･Kであり,バルクのCuの値からの顕著なずれは見られず, この磁場中では

超伝導が破れたと思われる｡次に,磁場循環法を用い,零磁場でのTI1を測定した｡TTlは

Tc直下で一旦増大し,その後,温度の降下とともに指数関数的に減少するoこのような打

の振舞いは,′2A-2.7kBTcのエネルギー･ギャップがCuサイ トに存在することを意味す

る｡しかし,より低温では (1K以下 ),TTlの減少が指数関数的より緩やかになり,特に,

0･6K以下ではTIT二10sec･K と温度に比例する｡

低温域 (1K以下 )でのTTlの振舞いの起因にっいては,現在検討中である.

結論として, Cu内で起きた超伝導のエネルギー励起スペクトルにギャップがあり, 2A-

2.7kBTcである｡

30.YMn2の擬二元化合物におけるスピン

のゆらぎと熱膨張

中 村 裕 之

C15型の結晶構造をもつラーベス相YMn2は, 100K付近にNee】点をもつ典型的な遍歴

電子型反強磁性体としてしられていて,その磁性は第 3元素の置換によって様々に変化するこ

とがすでにいくつかの系で知られている｡ 現在までのところ,おおまかには,格子を増大させ

る系ではMnモーメントは安定化し,格子を収縮させる系ではMnはモーメントを失うという

結果を得ている｡ 本研究では,Mnサイ トをA】およびCuで,Yサイ トをScおよびLaで

置換 した系の実験を行った｡次にAlとScの系について簡単に紹介する｡

まずY(Mn卜 ∬Al∬)2系では,磁化率の測定で,Alの置換に伴って,温度にあまり依存し

ない遍歴電子型からCurie-Weiss型-の転移が観測されていた.室温での格子定数は,Al

の置換に伴い最初急激に増加し,Alの組成が10%を超えるとゆるやかに変化するようになる｡

この系の熱膨張測定を詳細に行ったところA】の組成の増加に伴って熱膨張異常は小さくなり

Al 10%付近で消失した(左図 )｡ 室温付近での熱膨張率はA110% 付近までは急速に減

少し,それ以上の組成では通常の金属程度の値におちついた｡これらの現象は,スピンのゆら
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ぎの温度変化がAlの組成の増加とともに遍歴電子型から局在モーメント型に転移するという

括像を考えることによって定性的に説明することができる｡ 逆に,磁気的原因による体積変化

を適当な仮定をおいて熱膨張曲線から分離することによって,Mnのローカルモーメント

TnMn,すなわちスピンのゆらぎの定量的評価が可能であるo この系でこのような解析を行った

結果が右図である｡YMn2では低温で2･7pBあったMnモーメントがTNで約 1〟Bまで減少

し室温では約 2pBまで回復している. TN以上での値は,最近Ouladdiaf(*)らによって行わ

れたYMn2の中性子非弾性散乱の結果とよい一致を示しているoなぜYMn2がAlの置換によ

って遍歴電子型から局在モーメント型に転移するかということについては,現在のところ体積

の膨張に伴う3dバンド幅の減少が,磁気モーメントを安定化させる方向に働いているためと

考えられている｡

Yl__xScxMn2系では,Scの組成の増加とともに格子定数は減少し, Mnはごくわずか

(270程度 )の置換でそのモーメントを失う｡ すなわち熱膨張異常は消失し4.2KでのNMR

測定ではKnightshiftがOに付近にeqQによるサテライトピークを伴った 55M n のシグナ

ルが観測された｡特に注目すべきことは,熱膨張異常が消失してもTN以上での熱膨張率は

yMn2とほとんど変わらず依然として大きいことであり,このことからSC系ではYMn2の高

温での常磁性状態が低温までそのまま安定化されている｡すなわちOKで0であったスピンの

ゆらぎが温度によって大きく誘起されているものと考えられる｡この括像が正しいことはその

後の中性子の非弾性散乱,NMRのTl 測定および低温比熱の測定によってあきらかになって

いる｡
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(*) B･Ouladdiaf:ThesisofI'Univ･Sci･Med･etH ns･Nat･Polythec.deGrenoble

1986.

31. -次元格子上の脱離 ･吸着の速度論

坂 野 斎

令1. はじめに

気休の固体表面における素過程である,脱離,吸着,拡散は不均一系化学反応の基礎である

が,吸着種間相互作用のため,化学反応はもとより,素過程自体の速度論も未発達である｡

そこで, 1次元, 1成分の系で素過程を記述するモデルを立て,考察を加えた｡

§2.モデル

① 単分子脱離過程-ある占有 siteの脱離は, 最近援

(1nn)の占有数 i(-0,1,2)(その siteの状態を(i)

とするo) にのみ依存する速度定数 αiに基 く1次反応的

脱離過程であると仮定する｡ この脱離の際,そのsiteが非

du d､ 右

･､ ｢ A

LTLAuL L.〇 〇 1----

(0 ) t1日2)

占有となる他に, Innsiteの状態を変える(脱離の副次的

効果 )Oこれらすべての変化を考慮した (i)のpopulationpiの時間変化は, 連立方程式と

なる｡

dpo/dt--αop｡+((α1-α2)ql+α2)pl

dpl/dt- ～2((α1-α2)ql+α2)pl+2α2P2, ql
Pl

pl+2p2

dp2/dt- + ((α1-α2)q1-α1+α2)p1-3α2P2

④ 会合脱離過程-占有 bond(】nn占有 siteどうしのpair)に対し,① と同じ考え方を適

用でき, bondの populationbiに関する連立式を得る｡ 副次的効果が2nnまで及ぶこと

が異なる点である｡ なお, bi･はpiに書き直せる.

@ 吸着過程-単分子吸着,解離吸着を "非占有 site,非占有 bondの脱離〝と考えれば,

数式的に(力,@ と同等となる.

④ 拡散過程･-占有 siteの飛び移 りと考えると,piに関する連立式を得る.
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